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Halvlederelement med variabel teerskel

SAMMENDRAG 62-83

Et halvlederelement (100) med variabel tarskel omfatter
et halvledersubstrat (11), et lager-siliciumoxidlag (12)
med en tykkelse inden for omradet 25'- 40 A, et silicium-
nitridlag (13), et en grenseflade dannende siliciumoxidlag
(14) med en tykkelse inden for omradet 30 - 60 A samt en
portelektrode (15) af polykrystallinsk silicium. Et sadant
halvlederelement har en stor skrivehastighed og et bredt
lagerkoblingsvindue. Tykkelsen af nitridlaget (13) kan
ligge inden for omradet 150 - 250 A, hvilket muligger an-
vendelsen af lave skrivespendinger.
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